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Saa kayttia omaa ohjelmoitavaa laskinta tentissi

1. Seuraavat vdittdmit ovat joko oikein tai védrin. Tehtdvin pisteytys on seuraa-

O = oikein, V = véirin ja E = en tiedi.
a) Sahkoisen dipolin muodostavat kaksi yhtd suurta ja samanmerkkistéd vara-
usta pienen etdisyyden pdidssi toisistaan.
b) Ferroelektrinen aine voi olla polarisoitunut ilman ulkoista sdhkokenttia.

c) Tuottaessaan halutun magneettikentén itsenséd ulkopuolelle kestomagneet-
ti pyrkii demagnetoimaan itsedén.

d) Klassisessa metallien sdhkonjohtavuustarkastelussa elektronien kollektii-
visessa liikkeessd huomioidaan vain elektronit, joiden energiat ovat ldhel-
14 fermienergiaa.

e) Schottky-diodin toiminta perustuu metalli-puolijohde -rajapinnan ta-
sasuuntaavaan vaikutukseen.

f) Johdemuovilla tarkoitataan polymeerid, joka on seostettu donori- tai ak-
septoriaineilla varauksenkuljettajien aikaansaamiseksi.

2. Selvitd lyhyesti
a) Meissner-ilmio
b) elektronipolarisaatio
c) Josephson efekti
3. a) Mihin perustuvat Seebeckin ja Peltierin ilmi6t ja miten niitd voidaan hyo-
dyntéda?
b) Selvitd lyhyesti, mitd tarkoitetaan sahkokemiallisella korroosiolla.
4. Selvitd makroskooppisesti tarkasteltuna ferromagneettisen materiaalin magnetoitu-

mismekanismia ulkoisen magneettikentédn vaikutuksesta.

5. a) Laske kahden sylinterielektrodin, sisdsdde r; = 5 cm ja ulkosidde r, = 16 cm,
vilissd olevan johteen resistanssi (séteittdissuunnassa), kun johteen johta-
vuus on §=0,5- 10’ S/m ja johteen pituus on 125 cm.
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b)

Mitoita transistorille tarvittavan jaahdytysprofiilin pituus oheista kuvaa ja seuraavia
tietoja hyviksi kdyttden:

lémporesistanssi puolijohdepalasta transistorin koteloon 1,5 °C / W
- lampdresistanssi transistorin kotelosta jéshdytyslevyyn 0,4 °C / W
- ympérdivan ilman maksimildmpétila T, = 65 °C

- transistorin maksimilampétila T;j = 150 °C

- transistorin teho P =20 W
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